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요약

의사 동축 완전 차폐 도체(20)를 가지며, 기판(2)의 컴포넌트 면 위로 그라운드 평면(3)을 갖는 하이브리드 회로(8)는

집적 후막 컴포넌트를 사용하고 홀(hole) 또는 비아(vias)없이 신호를 바이패스 및/또는 필터링할 수 있다. 적절한 유

전 물질(16)의 얇은 패드(thin pad)는 그라운드 평면 위로 인쇄된 다음 그 최상부 표면에 배치된 금속층을 가져 바이

패스 캐패시터(18)를 형성할 수 있다. 바이패스 캐패시터는 그것이 필요로 하는 곳 바로 가까이에 위치할 수 있으며, 

바이패스 캐패시터의 금속 최상부(metallic top)를 바이패스될 위치에 접속시키는 데에 매우 짧은 도체(26)만이 필요

할 뿐이다. 짧은 접속 도체는 기판의 한 측면에서 타 측면으로 가지 않으며, 기판의 두께와 낮은 유전상수는 바이패스

캐패시터의 값을 훼손하지 않는다. 후막 저항은 필터를 형성하는 데에 포함될 수 있으며, 표면 장착 저항(surface mo

unt resistors)(21, 22) 및 캐패시터도 이용될 수 있다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 전원 전압 또는 제어 신호를 하이브리드 상의 회로에 전달할 수 있으며 접속점에서 디커플링을 필요로 하는 

완전 차폐된 도체 또는 의사 동축 전송선에 대한 선행 기술의 단면도,

도 2는 본 발명에 따라 제조된 디커플링 네트워크를 단순화한 개략도이다.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

2 : 기판 3 : 그라운드 평면

5 : 금속 중심 도체 9 : 컴포넌트

14 : 금속 트레이스 15, 16 : 유전 물질

17 : 금속 영역 18 : 캐패시터

21 : 저항 26 : 접속 트레이스

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

(2001. 7. 3에 Dove, Casey 및 Blume에 특허 허여된) 미국 특허 6,255,730 B1은 최근 소정 유전체의 출현으로 가

능해진 여러 가지의 후막 기법을 기술하고 있다. KQ-120 및 KQ-CL907406가 그것인데, 이는 Heraeus Cermalloy

의 제품이다. 이하에서는, 이들 제품을 'KQ 유전체' 또는 간단히 'KQ'라 칭할 것이다. 특히, 특허는 '캡슐로 싼(encaps

ulated)' 마이크로 전송선의 형성에 대하여 기술하고 있다. 그 명세서는 캡슐로 싼 마이크로스트립 전송선의 사용과 

관련되고, 이전까지는 실용화되어 있지 않은 것으로서 후막 기술 분야에서 실용화될 수 있는 더욱 신규하고 유용한 

후막 기법에 관한 것이다. 따라서, 본 명세서에서 미국 특허 6,255,730 B1은 참조로써 인용된다.

다수의 IC와 상호 접속되어 있는 여러 가지의 후막 구조를 가진 기판으로 구성되는 '하이브리드(hybrid)' 회로는 여전

히 '컴포넌트' IC로부터 기능적으로 복잡한 고주파 어셈블리(assemblies)를 만들어내는 매력적인 기법이다. 종종 이

러한 IC를 상호 접속시키거나 그것들을 외부 환경에 연결시키는 데에 전송선을 사용하는 것이 필요하거나 매우 바람

직하다는 것이 사실이다. 특히 전송선이 참조 인용된 미국 특허에서 설명된 캡슐로 싼 마이크로스트립(encapsulated 

microstrip)형인 경우에 본 발명자는 관심이 있다. 미국 특허에서 '캡슐로 싼'이라는 용어는 그라운드(ground)가 중심

도체 주위를 완전히 둘러싸며 (그들의 실시예에서 이 점을 제외하고는 마이크로스트립이라 칭하여지는) 전송선이 완

전히 차폐된(shielded) 것을 의미한다. 그것은 축을 중심으로 그 단면이 대칭되지 않으므로, 정확하게 우리가 보통 칭

하고 있는 '동축(coaxial)' 전송선은 아니다. 그렇지만, 본 명세서에서는 그것(미국 특허 '730 B1에서 캡슐로 싼 전송

선)을 '의사 동축(quasi-coaxial)' 전송선이라 칭하고 있으며 그것은 상당히 작다는(넓이 .050에 높이 .015 정도 되는

) 점에 유의하기 바란다. 본 설명의 목적상, 의사 동축 전송선에 관하여 가장 주목해야 할 점은 그것이 본 명세서에서 

기판의 컴포넌트 면(component side)이라 칭하는 것 위로 배치하여 제조된다는 점과 기판 자체는 의사 동축 전송선

을 위한 유전체로는 사용되지 않는다는 점이다.

더우기, 본 설명의 목적은 통상 '차폐 케이블(shielded cable)'이라 칭하는 것을 계속 사용하고자 하는 데에 있으며, 

전송선인, 의사 동축선에 대하여 나쁜 의도를 갖고 있는 것은 아니다. 물론, 많은 사례에서, 두 경우를 구별하는 것은 (

동일할 수도 있는) 케이블이 아닌, 의도된 목적에 있다. 전원 전압 또는 바이어스 전압은 전송선을 경유하여 전달될 

필요는 없으나, 당연히 차폐된 도체 또는 케이블에 의하여 전달될 필요가 있다. 그리고, 출력 마이크로웨이브 캐리어(

output microwave carrier)는 단순히 임의의 구형 차폐 오디오 케이블에 의해 전달되어서는 안되며, 적절한 전송선

에 의해 전달되어야 한다. 중요한 점은 적절한 전송선은 그 두 가지 모두를 수행할 수 있다는 것이며, 적절히 차폐된 

동축 도체 구조체 조차도 전송선으로 오인할 수가 있다(그리고 그것은 적절한 것인한 문제되지 않을 것이다)는 것이

다. 그러므로, 본 명세서에서 의사 동축 전송선에 대해서는 전송선이나 차폐 접속의 목적일 수 있는 의사 동축 도체보

다는 많이 언급하지 않을 것이다.

따라서, 이제 사물을 상호 접속시켜주는 의사 동축 도체를 가진 하이브리드 를 다룬다. 종래의 하이브리드는 IC 및 그

것들을 상호 접속시켜주는 여러 가지의 상호 접속 전송선을 가지고 있었다는 것이 사실이다. 그러나 이전까지는 종래
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의 스트립선(strip lines) 및 마이크로스트립은  기판 자체를 유전체로 사용하여 제조되어 왔다. 이런 결과로 그라운드

평면이 기판의 어느 한 면에 위치하면, 그라운드 평면에 결합시키고자 하는 다른 모든 것들은 기판의 타 면에 있었다.

몇 가지 목적을 위해서 이것은 문제 되지 않으며 즉, 관통 홀(holes)을 통해 배치될 수가 있다. 그러나 그라운드 평면

의 일부를 실질적인 캐패시턴스(capacitance) 내 하나의 판(plate)으로 사용하는 것과 같은 다른 목적들과는 부합하

지 않는 면이 있다. 기판의 유전상수값이 너무 작고, 기판이 너무 두꺼워, 예를 들어, 기판을 간삽 유전체로서 사용하

기에 알맞은 통합 디커플링 캐패시터를 제조하는 것이 불가능하다.

단순히 IC가 작다고 해서 IC가 많은 전류를 필요로 하지 않는다는 것을 의미하는 것이라고 하기에는 문제가 있다. IC

는 많은 전류를 필요로 할 수 있으며, 그리고 종종 실제로 그렇기도 하다. 만일 그것을 예방하지 않으면 과도전류에 의

한 소음은 물론이고, 불안정성 및 진동과 같은 현상이 일어날 수 있다. 이는 전원 및 연관된 바이어스 및 기타 다른 제

어 전압이 바이패스(bypass)되거나, 때때로 필터링(filtering)될 필요가 있다는 것을 의미한다. 그라운드 평면(ground

plane)이 기판의 후면에 위치해 있는 선행 기술에서 이것은 (거의 틀림없이 단품(a piece part component)인) 바이

패스 캐패시터 및 바이패스되고 있는 신호선 사이의 접속이 가능하게끔 하려 관통 홀이 필요했다는 것을 의미했다. 

이는 명확한(definite) 비용을 가지며 제조 관점에서 볼 때 불편하며, 바이패스와 직렬인 (바람직하지 못 한) 여분의 

인덕턴스를 유발한다. 필요한 바이패스를 수행하기 위하여 비용이 덜 들고, 더 편리하고도 효과적인 방법이 있다면 

바람직할 것이다. 따라서, 새로운 후막 회로 어셈블리가 필요하다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

의사 동축 전송선, 또는 완전 차폐된 도체를 가지며, 기판의 컴포넌트 면 상에 그라운드 평면을 갖는 하이브리드 회로

는 집적된 후막 컴포넌트를 사용하고 관통 홀 또는 비아(vias)없이 전원 전압 또는 제어 신호를 바이패스 및/또는 필

터링할 수 있다. 적절한 유전 물질의 얇은 패드(thin pad)는 그라운드 평면 위로 인쇄된 다음 그 최상부 표면에 배치된

금속층을 가져 바이패스 캐패시터를 형성할 수 있다. 바이패스 캐패시터는 그것이 필요로 하는 곳 바로 가까이에 위

치할 수 있으며, 바이패스 캐패시터의 금속 최상부(metallic top)를 바이패스될 위치에 접속시키는 데에 매우 짧은 도

체만이 필요할 뿐이다. 그라운드 평면은 기판의 컴포넌트 면 위에 위치하기 때문에, 짧은 접속 도체는 기판의 한 측면

에서 타 측면으로 가지 않으며, 기판의 두께와 낮은 유전상수는 바이패스 캐패시터의 값을 훼손시키지 않는다. 후막 

저항은 필터를 형성하는 데에 포함될 수 있으며, 그라운드 평면이 기판의 컴포넌트 위에 위치하므로 표면 장착 저항(s

urface mount resistors) 및 캐패시터도 이용될 수 있다. 요구되는 위치로 바이패스 또는 필터링될 신호를 전달하는 

도체는, 그것이 운반하는 신호가 제어된 임피던스 경로를 요하는 RF 신호가 아니더라도 의사 동축 전송선일 수 있으

며, 그대신에 단지 완전 차폐된 도체로 사용 되어 표유 결합(stray coupling) 효과를 감소시킨다.

발명의 구성 및 작용

도 1을 참조하면, 도 1은 예를 들어, 두께가 0.040인 96% 알루미나(alumina)일 수 있는 기판(2) 위에 제조된 의사 동

축 도체(quasi-coaxial conductor)에 대한 선행 기술을 간단히 나타내었다. 의사 동축 도체는 일반적으로 참조 인용

된 미국 특허 '730 B1의 후막 기법에 따라 제조된다. 특히, 기판(2)의 상면에(즉, 의사 동축 도체와 같은 동일한 면 위

)에 배치되며, 그라운드 평면들(ground planes)과 같이, 필요에 따라 모든 방향으로 자유롭게 확장이 가능한 그라운

드 평면(3)에 주목할 필요가 있다. 그라운드 평면은 금속으로 이루어져 있는데, 금이 바람직하며, 그 안에 패턴이 필요

로 할 때는, Hetaeus KQ-500과 같은 에칭이 가능한 후막 Au 프로세스가 이용될 수도 있다. 의사 동축 도체 자체는 

필요한 전송선의 경로가 요구하는 바에 따라 미앤더링(meandering)하는 KQ 유전 물질의 하부 1/2(bottom-half)층

을 구비한다.(미앤더링은 반드시 굽은 경로여야 하는 것은 아니며, 단순히 필요한 곳으로 진행한다는 것을 의미한다) 

하부 1/2층(4)을 놓으면 적절한 금속(바람직하게는 Au)층 또는 스트립(5)을 하부 1/2층의 상부 표면에 배치한다. 이 

금속 스트립(5)은 의사 동축 도체의 중심 도체이다. 이어서, KQ 유전체의 상부 1/2층 또는 커버 스트립(covering stri

p)(6)이 하부 1/2층의 상부에 배치되어 중심 도체(5)를 밀폐한다. 마지막으로, 조합된 KQ층(4, 5) 위에 금속(바람직하

게는 Au)의 밀폐 상부 1/2 그라운드 차폐(enclosing top-half ground shield)를 배치하 여, 중심 도체(5)는 그라운드

(ground)에 의해 완전히 둘러싸여, 의사 동축 전송선이 되게 한다. 의사 동축 전송선의 특성 임피던스는 KQ 물질의 

유전상수와 KQ층(4, 5)의 치수에 의해 공지된 방법으로 결정된다. 따라서, 의사 동축 전송선(9)은 바라는 대로 50Ω

이나 75Ω정도와 같은 특정 특성 임피던스를 갖도록 제조될 수 있다. 그러나, 반면에 특성임피던스의 특정 값 또는 상

수값이 요구되지 않는 경우일 수도 있으며, 제조되고 있는 것이 단순히 전원이나, 바이어스 또는 제어 전압을 전달하

기 위한 차폐 도체일 수도 있다.

그러나, 설명을 계속하기 전에 그라운드 평면(3)에 관하여 간단히 유의해야 할 점이 있다. 적정한 그라운드 평면으로

서 그라운드 평면이 넓은 금속 시트(sheet)라면 가장 잘 기능하게 되는데, 그것이 도면에 도시되어 있다. 반면에, 의사

동축 전송선의 아래쪽에 있지 않은 그라운드 평면의 부분은 그것이 절연 상태를 고려한 전송선인 한 그 전송선에 특

별한 잇점을 가져다 주지 못하게 된다. 어쨌든, 금속의 전체 평면을 기판 상의 모든 의사 동축 도체의 그라운드로 역할

하도록 하지 않는 것이 바람직할 수 있다. 그와 같은 경우에 전송선의 경로만이 위로 의사 동축 도체가 제조되기 전에
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충분히 넓은 그라운드(하부 1/2 그라운드 차폐)가 배치되도록 하고 그 위로 의사 동축 도체가 제조되도록 할 필요가 

있다. 양호한 레지스트레이션(registration)과 상부 1/2 그라운드 차폐와의 후속 전기적 접촉을 할 수 있을 만큼 넓을 

필요가 있을 것이다. 따라서, 의사 동축 도체의 바로 아래쪽에 위치한 그라운드 평면 전체 중 어느 일부 혹은 그라운드

금속의 충분히 넓은 미앤더링 리본이 본 명세서에서 칭하는 하부 1/2 그라운드 차폐를 형성한다는 것이 이해될 것이

다.

도 2로 진행하기 전에, 도 1과 관련하여 간단히 한 마디 더 언급해야 할 점이 있다. 이 도면은 원칙적으로 참고 인용된

미국 특허 '730 B1의 도 2의 재작업이다. 그러나, 비교해보면 선택사양인 로딩(loading) 저항이 없음을 드러낸다. 이

는 도면의 명확성 및 이해의 편의를 위해 본 발명에 대하여 단순화한 것에 불과하다. 이러한 저항은 본 명세서에서 기

술된 어떠한 실시예에서도 반드시 없어야 한다는 것을 의미하는 것은 아니며, 또한 그렇게 추론해서도 안된다. 이와 

반대로, 본 상세한 설명에서는 저항이 있느냐 없느냐 하는 것은 상황에 따라서 설계자가 결정해야 할 사항임을 밝힌

다.

도 2를 참조하면, 도 2는 본 발명에 따라 완전 차폐되는 의사 동축 도체(19)가 기판의 컴포넌트 면 위에서 제조될 때 

가능한 디커플링 구조(decoupling structure)를 단순화하고 도식화한 개략도를 보여주고 있다. 즉, 그라운드 평면(3)

과 완전 차폐되는 의사 동축 도체 양자 모두가 컴포넌트 면 상에 있을 때를 도시한 것이다. 구현되고 있는 특정 회로에

의해 요구되는 바와 같이, 와이어 본드(10, 11, 12, 13)(또는 다른 연결 수단 기법)에 의해 도체 또는 다른 컴포넌트에

붙어 있는 IC 다이(die)(9) 또는 다른 컴포넌트가 있음에 주목하여야 한다. 따라서, 예를 들어, 와이어 본드(10)는 후

막 기법에 의해 유전체(15)의 대응 형상 위에 형성된 금속 트레이스(14)에 결합시킴을 알 수 있다. 그것이 트레이스(1

4)가 대응 유전체(15) 위에 있는 이유이다.

이하에서는 유전체 상부 영역(25)에 형성되는 금속 트레이스(20)에 결합되는 와이어 본드(11)를 고려해보기로 한다. 

와이어 본드(11)와 트레이스(20)가 바이패싱(bypassing) 또는 필터링(filtering) 중 어느 하나를 필요로 하는 신호와 

관련되어 있다고 가정하자. 어느 경우에서나 유전체(16)의 대응 영역 위에 배치되는 금속 영역(17)에 의해 형성되는 

그라운드에 대한 캐패시터(18)가 있다. 그라운드 평면(3)이 기판(2)의 컴포넌트 면 상에 있기 때문에 캐패시터를 형

성시킬 수가 있다. 캐패시터(18)는 캐패시터(18)가 바이패스(또는 필터링)될 신호에 가깝게 위치하도록, 바람직하게

는 가능한한 짧은 접속 트레이스(26)에 의해 트레이스(20)에 접속된다.

만일 바이패스 캐패시터만 필요하다면, 트레이스(20)의 영역(21)은 단지 연속적인 트레이스일 것이며, 트레이스(20)

는 영역(22)으로 들어가지 전에 멈출 것이다. 영역(21, 22)은 금속 내의 갭(gap)이 후막 저항이나, 아마도 칩(표면 장

착) 저항에 의해 덮일 수 있는 트레이스(20) 내부의 선택사양인 위치(optional locations)이다. 선택사양인 저항 및 교

번 위치(12, 13)와 연결되어 있고 와이어 본드(11)(명세서에서는 와이어 본드의 한 예만이 도시되어 있고 두 개 또는 

세 개의 예는 도시되어 있지 않으나 그 한 예는 3가지 위치 중 하나일 수 있다)에 대한 대체 위치(12, 13) 및 선택사양

적 저항과 더불어 캐패시터(18)는 4개의 상이한 바이패스/필터 회로 가능성(27A 내지 27D)을 낳는다.

본 명세서에서 와이어 본드(11, 12, 13)는 완전 차폐된 의사 동축 도체(19)의 중심 도체가 되는 금속 트레이스(20)에 

접속되는 것으로 기술하고 있다. 이는 결코 대표적인 것이 아니며, 단순히 예시적인 것일 뿐이다. 완전 차폐되는 의사 

동축 도체(19)는 구비되지 않을 수도 있다는 것에 주목하여야 한다. 그럼에도, 동일한 바이패스 및 필터링 네트워크(2

7A 내지 27D)가 여전히 얻어질 것이다. 그와 같은 경우에, 우리는 기판(2)의 컴포넌트 면의 다른 어느 곳에서 완전 차

폐된 의사 동축 도체를 발견하게 될 것임을 기대할 것이다. 그러나, 솔직하게는, 특히 마이크로웨이브 하이브리드 회

로의 경우, 또다른 신호에 대한 컬프리트(culprit)가 되거나 어떤 컬프리트 신호의 피해자가 되지 않으려면 필터링 또

는 바이패스될 필요가 있는 경우, 아마도 차폐될 필요가 있을 것이라는 것이 보통일 것이라 예상한다.

반면에, 도체의 차폐는 반드시 연관된 진정한 전송선이 있다는 것을 의미하는 것은 아니다. 그것이 완전 차폐된 의사 

동축 도체에 관하여 언급한 이유이다. 제어된 특성 임피던스(controlled characteristic impedence)가 이슈(issue)가

아니라면, 그것이 저손실 및 이용가능한 Z  0 의 의사 동축 전송선용 실용 치수를 얻는 것을 지향하므로, KQ 유전체를

사용하기 위한 동기는 감소한다. 단순히 완전 차폐된 의사 동축 도체를 갖고자 하는 요구가 더 완화된 상황 하에서는,

다른 유전체도 바람직할 수 있다. 이것은 특히 금속 영역(17) 하부에 있는 유전체의 경우에 그러하며, 그것은 캐패시

터(18)용 유전체를 형성한다. KQ와 상이한 유전 물질은 상당히 더 높은 캐패시터(18)용 정전용량을 생성한다. (예를 

들면, 트레이스(14)를 위한) 트레이스와 그라운드 간 정전 결합을 극소화하기 위해 그것은 낮은 유전상수를 가진 유

전체 위에 구축될 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 따른 후막 회로 어셈블리는 통합된 후막 컴포넌트를 사용하고 홀 또는 바이어스(bias)없이 전원 또는 제어 

신호를 바이패스 및/또는 필터링할 수 있다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1.
컴포넌트 면(component side) 및 비컴포넌트 면(non-component side)을 구비하는 기판(2)과,

상기 컴포넌트 면 상에 위치하는 그라운드 평면(3)과,

상기 컴포넌트 면 상에 위치하고 신호 단말(signal terminal)을 구비하는 컴포넌트(9)과,

상기 그라운드 평면 위로 형성되는 유전체에 대응하는 트레이스 영역(trace region)(25) 위로 형성되고, 상기 신호 단

말에 접근하는 금속 트레이스(20)와,

상기 금속 트레이스가 상기 신호 단말에 접근하는 곳 가까이에 위치한 캐패시터 유전 물질(16)에 대응하는 영역 위로

배치되는 금속과, 상기 그라운드 평면 위로 형성되는 상기 캐패시터 유전체와, 상기 금속 트레이스와는 넓이가 같고, 

상기 금속 트레이스에 전기적으로 접속되는 캐패시터의 금속으로 형성되는 캐패시터(18) 및

상기 금속 트레이스와 상기 컴포넌트의 상기 신호 단말로부터의 전기적 접속(26)

을 포함하는 후막 회로 어셈블리.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 컴포넌트 면 위로 완전 차폐된 의사 동축 도체(19)를 더 구비하는 후막 회로 어셈블리.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 금속 트레이스는 상기 캐패시터 및 상기 전기적 접속 중 어느 하나와 직렬로 연결되는 저항(21)을 포함하는 후

막 회로 어셈블리.

도면
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도면1
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도면2
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